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1. はじめに 

二硫化モリブデン（MoS2）を含む遷移金属ダイカルコゲナイドは、原子層レベルの二次元薄膜

を容易に作成でき、すぐれた電気特性をもつことから多くの注目を集めている。我々は、MoS2

原子層数層からなる電界効果トランジスタ（FET）を作成し、その表面に様々な分子を吸着させ

た表面に単色化した光を照射したときの電気特性の変化を観測した。 

2. 実験 

 酸化膜を形成したシリコン（gate）の表面に、剥離法を用いて MoS2 を転写し、その両端に

Au/Ti電極（source, drain）を蒸着して作成した MoS2-FETを用いた。光照射装置の光源としてタ

ングステンハロゲンランプを用い、光源からの光をモノクロメーターを用いて単色化したのちに

サンプル表面に照射した。MoS2-FETに CuPc分子を蒸着したのちに光照射装置にセットし、光照

射中のドレイン電流を測定した。 

3. 結果と考察 

  MoS2-FET の pristine 表面の

Id-Vgプロット（ gate電極への印加

電圧（Vg）に対する source-drain 電

流（Id））を測定したのちに、チョッ

パーを用いてパルス化した単色光を

照射し、時間に対する Idの変化を測

定した。光照射に応じた Idの増加を

照射した光の波長に対してプロット

することにより、光応答スペクトル

を得ることができる。この MoS2 表

面に CuPc 分子を蒸着したのちに、

光応答スペクトルを測定した。分子

蒸着前後におけるスペクトルの違い

から MoS2 表面の光応答について議

論する。 
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Figure 1 Schematic diagram of photo experiment of FET. 
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